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背景：我々はこれまでに、無触媒でかつバッファー層を介さず直接(111)Si基板上への GaN 系ナノ

ワイヤの成長を確認してきた[1]。本研究では発光デバイスとして利用可能である GaN系ナノワイ

ヤを用いた高 In組成・高品質MQW実現に向けて、GaN/InGaNおよび In組成の異なる InGaN/InGaN

ヘテロ構造の作製を行いナノワイヤの形状および光学特性を比較検討した。また、これらの試料

においてナノワイヤの先端部分に向かって In組成比が高くなる傾向が確認されたため、InGaNナ

ノワイヤ中の In偏析を検討した。 

実験方法：(111)Si基板上に、RF-MBE 法を用いて GaN/InGaN および In組成の異なる InGaN/InGaN

多重積層構造のナノワイヤを成長した。GaN/InGaN 構造では GaN の初期成長後に InGaN/GaN を

交互に成長させた。InGaN/InGaN 構造では、低 In 組成 InGaN を 20nm 成長後、高 In 組成 InGaN/

低 In 組成 InGaN と交互に 20nm ずつ成長させた。また In 偏析に関しては、先端部分の In 組成比

時間依存性を検討するため、成長時間を 15 分ずつ変化させた InGaN ナノワイヤを成長した。評

価には走査型電子顕微鏡(SEM)、エネルギー分散型 X 線分光法(EDX)およびフォトルミネッセンス

(PL)法を用いた。 

結果および考察：図 1に GaN/InGaNおよび InGaN/InGaN 多重積層構造ナノワイヤの PLスペクト

ルを示す。両者を比較すると、GaN/InGaN構造に比べ InGaN/InGaN 構造は非常に高い発光強度で

あることが分かる。これは多重積層構造部分を InGaN 適正温度において成長しているため、

GaN/InGaNでは GaN部分の結晶品質が低下してしまった一方、InGaN/InGaNでは適正成長温度が

保たれたことが原因の一つとして考えられる。次に、In 偏析検討のために成長した、InGaN ナノ

ワイヤ中 In組成比の成長時間依存性の PLによる結果を図 2に示す。成長時間が長くなるにつれ、

In組成比は高くなっている。このことから、InGaN ナノワイヤ中には先端部分において Inの偏析

が起きており、成長時間とともに偏析が顕著になることがわかった。 
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図 1. 各多重積層構造ナノワイヤの PLスペクトル      図 2. In組成比の時間依存性 
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